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Высокая чувствительность, гибкость, скорость, миниатюризация и 

экономическая эффективность – основные факторы роста запросов на 

применение оптических методов измерений, среди которых метод опти-

ческого резонанса мод шепчущих галерей [1]. Существующие модели 

оптических микрорезонаторов ограничивают возможности построения 

полноценных мультиплексных измерительных систем. Методика мно-

гофотонной полимеризации обеспечивает возможность формирования 

трехмерных микрорезонаторов для параллельного опроса с разрешени-

ем менее 100 нм [2]. Однако искажения оптических путей при облуче-

нии фоточувствительного материала (фоторезиста) и ограниченная точ-

ность локализации поверхности подложки приводит к искажениям или 

повреждению трехмерных оптических микросенсоров. Для улучшения 

воспроизводимости трехмерных микросенсоров предложена модель 

процесса облучения фоторезиста с размещением тонкой отражающей 

пленки на поверхности стеклянной подложки [3]. Моделирование про-

цесса двухфотонной полимеризации показало смещение положения 

вокселя полимеризации на 500 нм для высоты структурирования 25 мкм 

и уменьшение характерного размера вокселя до 0 нм (отсутствие поли-

меризации). Приемлемый уровень шероховатости отражающего слоя 

(4 нм) расширяет область полимеризации фоторезиста без искажения на 

несколько десятков микрометров глубины. Для набора из более чем 100 

изготовленных образцов трехмерных микрорезонаторов продемонстри-

ровано увеличение среднего значения коэффициента взаимной корреля-

ции с 0,92 до 0,98 и снижение его среднеквадратичного отклонения с 0,03 

до 0,01. 
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